
                                 ÒÈÐÈÑÒÎÐÛ

                                    Ò115-6,3, Ò115-10, Ò115-16

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Òèðèñòîðû Ò115 âûïóñêàþò  â êîðïóñå ñ áåñïîòåíöèàëüíûì îñíîâàíèåì ôëàíöåâîãî èñïîëíåíèÿ.

Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â öåïÿõ ïîñòîÿííîãî è ïåðåìåííîãî òîêà ÷àñòîòîé äî 500 Ãö  è ïðèìåíÿþòñÿ â

ðàçëè÷íûõ ïðåîáðàçîâàòåëÿõ ýëåêòðîýíåðãèè â áåñêîíòàêòíîé êîììóòàöèîííîé è ðåãóëèðóþùåé àïïàðàòóðå.

Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè

Êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå è êàòåãîðèÿ ðàçìåùåíèÿ Ó2  äëÿ ýêñïëóàòàöèè â àòìîñôåðå òèïà I è II ïî

ÃÎÑÒ 15150-69.

Òèðèñòîðû  ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ýêñïëóàòàöèè âî âçðûâîáåçîïàñíûõ è õèìè÷åñêè íåàêòèâíûõ ñðåäàõ, â

óñëîâèÿõ èñêëþ÷àþùèõ âîçäåéñòâèå ðàçëè÷íûõ èçëó÷åíèé (íåéòðîííîãî, ýëåêòðîííîãî, ãàììà-èçëó÷åíèÿ).

Òèðèñòîðû  äîïóñêàþò âîçäåéñòâèå âèáðàöèîííûõ íàãðóçîê  äî 100 Ãö ñ óñêîðåíèåì 50 ì/ñ2 è

îäèíî÷íûõ óäàðîâ äëèòåëüíîñòüþ èìïóëüñà 50 ìñ è óñêîðåíèåì 40 ì/ñ2. Ãðóïïà Ì27 óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè ïî

ÃÎÑÒ 17516.1-90.

Òèðèñòîðû  ïî ñâîèì ïàðàìåòðàì è õàðàêòåðèñòèêàì ñîîòâåòñòâóþò ÒÓ Ó 32.1-30077685-005-2002.

Êîìïëåêòíîñòü ïîñòàâêè è ôîðìóëèðîâàíèå çàêàçà

Òèðèñòîðû,  ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðåäïðèÿòèåì-èçãîòîâèòåëåì, ìîãóò ïîñòàâëÿòüñÿ ñ îõëàäèòåëåì è

êîìïëåêòîì êðåïåæíûõ äåòàëåé.

Ê êàæäîé ïàðòèè òèðèñòîðîâ, òðàíñïîðòèðóåìûõ â îäèí àäðåñ, ïðèëàãàåòñÿ ýòèêåòêà.

Ïðè çàêàçå íåîáõîäèìî óêàçàòü:

òèï, êëàññ, ãðóïïó ïî êðèòè÷åñêîé ñêîðîñòè íàðàñòàíèÿ íàïðÿæåíèÿ â çàêðûòîì ñîñòîÿíèè, êîëè÷åñòâî,

íîìåð òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé.

Ïðèìåð çàêàçà 100 øòóê òèðèñòîðîâ òèïà Ò115-16 äâåíàäöàòîãî êëàññà ñ êðèòè÷åñêîé ñêîðîñòüþ

íàðàñòàíèÿ íàïðÿæåíèÿ â çàêðûòîì ñîñòîÿíèè ïî øåñòîé ãðóïïå.

Ò115-16-12-6  ÒÓ Ó 32.1-30077685-005-2002  100 øò.
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Растягивающая сила для выводов катода, анода, управляющих электродов 20±2,0 Н. 
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Ãàáàðèòíî-ïðèñîåäèíèòåëüíûå ðàçìåðû, ìàññà òèðèñòîðîâ

А            - область контроля температуры корпуса тиристора;

m1, m2  - контрольные точки измерения импульсного  напряжения в открытом состоянии;

L            - минимальное расстояние по воздуху между выводом анода и выводом

                управляющего электрода и длина пути для тока утечки между этими выводами 4,1 мм.

                                                                 Масса не более  5 г
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Параметры закрытого состояния

Параметр
Значение 

параметра
Условия установления  

норм на параметрыБуквенное  
обозначение

Наименование, единица измерения
Т115-6.3 
Т115-10 
Т115-16 

U
DSМ

 

U
RSМ

 

Неповторяющееся импульсное напряжение в 
закрытом состоянии и неповторяющееся 
импульсное обратное напряжение, В, для 
классов:

2 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
12 

225 
450 
560 
670 
900 
1000 
1100 
1200 
1300 

Т
jm

=125°C. 

Импульс напряжения синусоидальный 
однополупериодный одиночный 
длительностью не более 10 мс, 
управляющий вывод разомкнут. 

U
DRМ

 

U
RRМ

 

Повторяющееся импульсное напряжение в 
закрытом состоянии и повторяющееся 
импульсное обратное напряжение, В, для 
классов:

2 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
12 

200 
400 
500 
600 
800 
900 
1000 
1100 
1200 

Т
jm

=125°C. 

Импульсы напряжения синусоидальные 
однополупериодные длительностью не 
более 10 мс частотой 50 Гц, 
управляющий вывод разомкнут.

U
DWМ

 

U
RWМ

Рабочее импульсное напряжение в закрытом 
состоянии и рабочее импульсное обратное 
напряжение, В 

0,8U
DRМ

 

0,8U
RRМ

 

U
D

 

U
R

Постоянное напряжение в закрытом 
состоянии и постоянное обратное 
напряжение, В 

0,6U
DRМ

 

0,6U
RRМ

 
Т

с
=75°C

(du
D
/dt)

crit
 

Критическая скорость нарастания 
напряжения в закрытом состоянии, В/мкс, не 
менее, для группы:

1 
2 
3 
4 
5 
6 

20 
50 

100 
200 
320 
500 

Тjm=125°C;   U
DМ

=0,67U
DRМ

; 

t
u
≥200мкс. 

Цепь управления разомкнута.

I
DRM

 

I
RRM

Повторяющийся импульсный ток в закрытом 
состоянии, повторяющийся импульсный 
обратный ток, мА, не более 

1,7 
Т

jm
=25°C 

Цепь управления разомкнута. 

2,5 
Т

jm
=125°C   

Цепь управления разомкнута.
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Параметры открытого состояния

Параметр Значение параметра
Условия установления  

норм на параметрыБуквенное  
обозначение

Наименование, единица 
измерения

Т115-6.3 Т115-10 Т115-16 

I
T(AV)M

 Максимально допустимый 
средний ток в открытом 
состоянии, A 

6.3 10 16 

Тс=75°C 

Импульсы тока синусоидальные 
однополупериодные длительностью не 
более 10 мс частотой 50 Гц.

Фактический максимально 
допустимый средний ток в 
открытом состоянии, A 

9 12 17

I
TRMSM

Максимально допустимый 
действующий ток в 
открытом состоянии, А 

10 16 25 

I
TSM

 Ударный ток в открытом 
состоянии, А 

99 143 220 Тj=25°C

90 130 200 

Тjm=125°C. 

Импульс тока синусоидальный 
однополупериодный одиночный 
длительностью не более 10 мс, U

R
=0, 

I
G
=I

GT
 при Т

jmin
. 

U
TM

 
Импульсное напряжение в 
открытом состоянии, B, 
не более 

1,8 1,75 1,7 Т
j
=25°C,  I

T
=3,14I

T(AV)M
 

U
T(TO)

 
Пороговое напряжение в 
открытом состоянии, B, 
не более 

1,15 Т
j
=25°C

1,0 Т
jm

=125°C 

r
T
 

Динамическое 
сопротивление в открытом 
состоянии, мОм, не более 

32,9 19,1 10,9 Т
j
=25°C

40 24,0 14,0 Т
jm

=125°C 

I
н
 Ток удержания, мА, не более 70 

Т
j
=25°C,   U

D
=12 В, 

цепь управления разомкнута. 

I
T(AV)

 

Средний ток в открытом 

состоянии на охладителе* 
при Tа=40°C, А 

2,8 3,1 3,4 естественное охлаждение 

*Допускается применять любой охладитель толщиной 0,5 мм с площадью поверхности не менее 16 см2 с одной 

стороны, тепловое сопротивление должно быть не более 18 oС/Вт. Материал охладителя должен иметь 

теплопроводность не менее 210 Вт/(м oС).

Параметры управления
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Параметры управления
Параметр Значение параметра Условия 

установления  
норм на параметры

Буквенное  
обозначение

Наименование, единица измерения Т115-6.3, Т115-10, Т115-16 

U
GT

 Отпирающее постоянное напряжение 
управления, В, не более 

2,5 Т
j
=25°C,   U

D
=12 В

3,5 
Т 

jmin
=-40°C, 

  U
D
=12 В

I
GT

 Отпирающий постоянный ток управления, мА, не 
более 

45 Т
j
=25°C,   U

D
=12 В

120 
Т

jmin
=-40°C,   U

D
=12 

В

U
GD

 Неотпирающее постоянное напряжение 
управления, В, не менее 

0,3 
Т

jm
=125°C 

  U
D
=0,67U

DRM

Параметры переключения

Параметр
Значение 

параметра
Условия установления  

норм на параметрыБуквенное  
обозначение

Наименование, 
единица измерения

Т115-6.3 
Т115-10 
Т115-16 

(di
T
/dt) 

crit
 Критическая скорость 

нарастания тока в 
открытом состоянии, 
А/мкс 

100 f = 1÷5 Гц, I
T
=2I

TAVM
,  t

i
G

=50 мкс, I
G
≥I

G
 при Т

jmin
,  t

и
=10 с 

t
q
 

Время выключения, 
мкс, не более 

160 

Тjm=125°C,    ti min=300 мкс (на уровне 0,9 от амплитуды), 

-(di
T
/dt)=5 А/мкс, t

u min
=200 мкс (на уровне 0,9 от 

амплитуды), du
D
/dt=20 В/мкс
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Тепловые параметры
Параметр Значение параметра

Условия установления 
норм на параметрыБуквенное  

обозначение
Наименование, единица измерения Т115-6.3 Т115-10 Т115-16 

T
jm

 Максимально допустимая температура 
перехода, °C 125 

     

T
jmin

 Минимально допустимая температура 
перехода, °C 

минус 40      

T
stgm

 Максимально допустимая температура 
хранения, °C 

50      

T
stgmin

 Минимально допустимая температура 
хранения, °C 

минус 40      

R
thjc

 Тепловое сопротивление переход-корпус, 
°C/Вт, не более 3 2.5 1.9 

Постоянный ток

R
thch

 Тепловое сопротивление корпус-
охладитель, °C/Вт, не более 2.68 

     

R
thjа

 
Тепловое сопротивление переход-среда с 

охладителем*, °C/Вт, не более 
23,68 23,18 22,58 естественное охлаждение 

*Допускается применять любой охладитель, соответствующий требованиям, приведённым в таблице с параметрами 
открытого состояния.

Параметры   гальванической  развязки

Параметр
Значение 

параметра
Условия установления  

норм на параметрыБуквенное  
обозначение

Наименование, единица измерения
Т115-6.3 
Т115-10 
Т115-16 

U
isol

 
Электрическая прочность изоляции между 
беспотенциальным основанием прибора и 
его выводами, В, (действующее значение) 

2000 (для 2-8 кл.) 
2500 (для 9-16 кл.) 

Нормальные климатические условия. 
Частота испытательного напряжения 
50 Гц. Время выдержки под 
напряжением 1 мин. 

R
isol

 
Сопротивление изоляции между 
беспотенциальным основанием прибора и 
его выводами, МОм, не менее 

30 

Нормальные климатические условия. 
U

isol
=1000 В. Время приложения 

испытательного напряжения не 
менее 10 с. 

3 

Повышенная влажность. U
isol

=1000 

В. Время приложения 
испытательного напряжения не 
менее 10 с.
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Рисунок 1: Предельные вольтамперные характеристики при максимально допустимой температуре перехода 
Т

jm
 (1) и температуре Т

j
=25°C (2), I

T
=3,14 I

T(AV)
.

180º 120º 90º 60º 30º

IT(AV), 

  A

   Tc, ºC

Т115-6.3

180º 120º 90º 60º 30º

IT(AV), 

  A

   Tc, ºC

Т115-10

180º 120º 90º 60º 30º

IT(AV), 

  A

   Tc, ºC

Т115-16

Рисунок 2: Зависимость допустимого среднего тока в открытом состоянии I
T(AV)

 синусоидальной формы 

частотой 50 Гц при различных углах проводимости от температуры корпуса Т
c
.

180º 120º 90º 60º 30º

постоянный ток

I
T(AV)

, 

  A

   Tc, ºC

Т115-6.3

180º 120º 90º 60º 30º

постоянный ток

I
T(AV)

, 

  A

   Tc, ºC

Т115-10

180º 120º 90º 60º 30º

постоянный ток

I
T(AV)

, 

  A

   Tc, ºC

Т115-16

Рисунок 3: Зависимость допустимого среднего тока в открытом состоянии I
T(AV)

 прямоугольной формы 

частотой 50 Гц при различных углах проводимости и постоянного тока от температуры корпуса Т
c
.
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Рисунок 4: Зависимость допустимой амплитуды ударного тока в открытом состоянии I
TSM

 от длительности 

импульса тока t
i
 при исходной температуре структуры T

j
=25°C (1) и максимально допустимой температуре 

перехода T
jm

 (2).

1

2

 I²t, 
кА²c

ti, мс

Т115-6.3

1

2

 I²t, 
кА²c

ti, мс

Т115-10

1

2

 I²t, 
кА²c

ti, мс

Т115-16

Рисунок 5: Зависимость защитного показателя I²t от длительности импульса тока t
i
 при исходной температуре 

структуры T
j
=25°C (1) и максимально допустимой температуре перехода T

jm
 (2).

180º120º90º60º30º

PT(AV), 

Вт

IT(AV), A

Т115-6.3

180º120º90º60º30º

PT(AV), 

Вт

IT(AV), A

Т115-10

180º120º90º60º30º

PT(AV), 

Вт

IT(AV), A

Т115-16

Рисунок 6: Зависимость средней рассеиваемой мощности в открытом состоянии P
T(AV)

 от среднего тока в 

открытом состоянии I
T(AV)

 синусоидальной формы частотой 50 Гц при различных углах проводимости.
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постоянный ток

PT(AV), 

Вт

IT(AV), A

Т115-6.3

180º120º90º60º30º
постоянный ток

PT(AV), 

Вт

IT(AV), A

Т115-10

180º120º90º60º30º
постоянный ток

PT(AV), 

Вт

IT(AV), A

Т115-16

Рисунок 7: Зависимость средней рассеиваемой мощности в открытом состоянии P
T(AV)

 от среднего тока в 

открытом состоянии I
T(AV)

 прямоугольной формы частотой 50 Гц при различных углах проводимости и 

постоянного тока.

180º 120º 90º 60º 30º

IT(AV), 

  A

Ta, ºC
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180º 120º 90º 60º 30º

IT(AV), 

  A

Ta, ºC

Т115-10

180º 120º 90º 60º 30º
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  A

Ta, ºC

Т115-16

Рисунок 8: Зависимость допустимого среднего тока в открытом состоянии I
T(AV)

 синусоидальной формы 

частотой 50 Гц при различных углах проводимости от температуры окружающей среды Т
a
 при 

естественном охлаждении на охладителе, соответствующем требованиям, упомянутым в таблице 
параметров в открытом состоянии.

180º 120º 90º 60º 30º

постоянный ток

I
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, 

  A

Ta, ºC

Т115-6.3

180º 120º 90º 60º 30º
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I
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  A

Ta, ºC

Т115-10

180º 120º 90º 60º 30º

постоянный ток

I
T(AV)

, 

  A

Ta, ºC

Т115-16

Рисунок 9: Зависимость допустимого среднего тока в открытом состоянии I
T(AV)

 прямоугольной формы 

частотой 50 Гц при различных углах проводимости и постоянного тока от температуры окружающей среды 
Т

a
 при естественном охлаждении на охладителе, соответствующем требованиям, упомянутым в таблице 

параметров в открытом состоянии.
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